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 しかし、プロセス温度を 200℃に下げた試料では、界面準位密度は 2.1×1012cm-2eV-1で高止ま








6.2×1011cm-2eV-1という低い界面準位密度が得られた。 本研究では更なる 172nmVUV 光の及ぼ






本研究では、VUV 光の代わりに Si/SiOx界面にある中間層をウェット UV 光酸化処理を行うこ
とによって、界面準位密度が約 3.8×1011cm-2eV-1という良い結果が得られた。また、絶縁性も改
善でき、リーク電流密度が<1.0×10-9A/cm2（at <5MV/cm）が得られた。 
 
